UsssC | .
8 kbit elektrisch programmierbarer UV-Iéschbarer

- Festwertspeicher in n-Kanal Silizium-Gate-Technik

— Organisation 1 k XX 8 bit, TTL-kompatibel

- fiir CS = L ist der Festwertspeicher ausgewdhlt

- alle Eingénge sind mit integrierten Gateschutzelementen
versehen

— der U 555 C ist mit entsprechendem Bitmuster dem ROM
U 505 D anschiuB- und bedingt signaltkompatibel
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Strahlungsdosis fur L&schung:
w
Cw min =15 -—ms; fir Quarzglasdeckel
WS
Tw min == 30 s fir Keramikdeckel, 7y = 254 nm
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
1 bis 8 Adresseneingdnge ' 19 Betriebsspannung Upp
9 bis 11 Dateneln- und -cusgdnge 20 Chip-Auswahl/Schreib-
12 Betriebsspannung U:.S = signal
4 Bezugspotential A 21 Betriebsspannung Ugg
13 bis 17 Datenein- und -ausgdnge 22 und 23 Adresseneingdnge
18 . Programmiereingang 24 + Betriebsspannung U
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Grenzwerte (auf Ugg bezogen) -

Betriebsspannungen

Betriebsspannung for
Programmierbetrieb

Eingangsspannung i; : 0
Eingangsspannung CS/WE

Umgebungstemperatur

Lagerungstemperatur
Gesamtverlustleistung
Vv, = 45°C

Statische Kennwerte (auf Ugs bezogen)
¥

Betriebsspannungen

Eingahgs-HIGH-Spannu'ngen
fir Chip-Select, Adressen und

Daten

Eingangs-HIGH-Spannungen
fir Programmierung an CS/WE

Eingangs-LOW-Spannung
Umgebungstemperatur

Eingangsreststrom

Ausgangsreststrom | o |

Ausgangssponnung U

Low

Ausgangsspcnnung UoH

High

Statische Strom- |

- aufnahme

~Ugsp

Uce
Upp

UiH1

UlH2
U
)

UH
UCs/we
UoH
UCs/wE
oL

o

I

min
4,75
4,75
11,4

3,0

11.4
-0,5

‘MeBbedingungen

55 V
55 V
55 V
30 V
1,6

08 V

525V
525V
12,6 V
525V
525V

typ
5.0
5,0
12,0

mox
20
15
15
32

15
15
70
125

<< <<

< <

°C

1,25 W

‘max

5,25 V
525V
12,6 V

UCC +0,5 V

25

min

12,6 V
0,8 V

70 °C

max

7 uA

0,4V

mA

65 mA,
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MeBbedingungen min max

Programmierte lpR1 Vin =3V | 20 mA
Stromaufnahme Ucs/we= 11,4V
'PRZ UPR =1V, UIH =3Y, -3 mA
. UGswrR =114V

Eingangskapazitat C | 6 pF
Ausgangskapazitat Co o _ 12 pF
Dynamische Kennwerte : . : S
Zugriftszeit tacc UYUcc = 4,75V 45C ns
A3 . .w A, - UDD = 11.‘ V
Chip-Selektions- tco . : 12C ns
zeit _ o I
Chip-Deselektions- top ' 120 ns
zeit
Progrummierbedingungen | min typ max
Betriebsspannungen Ugg -5.25 0,5 —4,75 V
bezogenl auf Usg Uce 4,75 5,0 | 5,25V

. Upp 11.4 12,0 12,6 V
Programmierimpuls ' UppH 25 26 27 V
H-Pegel _ . . . _
Programmierimpuls Upg, O | 1V
L-Pegel ' '
Betriebstemperatur (i 20 25 _ 30 °C
(Programmierbetrieb)
Programmierimpuls- tp 0.1 _ | 1 ms
breite ' - \ :
Progrnmmier!mpul's- tPRR 0,5 ' 2 ps
anstiegszeit : :
Programmierimpuls- tPRF 0,5 2 us
abfailzeit : , _
Programmierzelt ' "N 50 ms
Adressenbereitstelizeit tAS 10 B - ms
CS/WE-Bereitstellzeit . tcsg 10 s
Daten-Bereitstellzeit . DS 10 ' : . us |
AdressenHaltezeit 5) | tAH 1 | us
CS/WE-Haltezeit 5) - tcy 0.5 o ps
Daten-Haltezeit tDH 1 us
Datenverzégerung nach
Programmier-/Lese- tDPR 10 s

umschaltung .
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